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Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe, 
których tematyka dotyczy inżynierii materiałowej , elektroniki i f izyki ciała stałego, 
a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów, ich obróbki, 
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki: 

* MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuły problemowe, otwarty 
jest również dla autorów z zewnątrz, 

* PRACE ITME - 4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne pracowników ITME. 

1 
I T M E oferu je również profi le tematyczne zawierające selektywną i kompleksową 

informację naukową i techniczną ze skomputeryzowanego banku danych "Mater iały 
Elektroniczne B A Z A " : 

** PROFILE TEMATYCZNE -16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci 
opisów bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentów: 

1 - Si i przyrządy z Si 
2 - Związki 
3 - Pozostałe materiały półprzewodnikowe 
4 - Materiały elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe 
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podłoża 
6 - Materiały ceramiczne 
7 - Szkła do zastosowań optycznych 
8 - Materiały kompozytowe 
9 - Pasty do układów hybrydowych 

10 - Metalizacja i czyste metale 
11 - Półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe i układy scalone 
12 - Przyrządy z akustyczną falą powierzchniową 

** WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY RAPORTÓW Z PRAC NAUKOWO-BADAW-
CZYCH ITME 

** MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - INFORMATOR O KONFERENCJACH, SE-
MINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH 

*» WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI 
** WYKAZ CZASOPISM 
** CURRENT CONTENTS 

Szczegółowe zapytania i zamówienia na określone pozycje kierować należy pod adresem: 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych/DS-3 Ośrodek INT, ul.Wólczyńska 133, 
01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl, 
fax (+48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl. 

Ponadto I T M E wydaje : 

*** KATALOGI I KARTY KATALOGOWE TECHNOLOGU, MATERIAŁÓW, WY-
ROBÓW I USŁUG 

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu - ITME (NM), ul.Wólczyńska 133, 
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail: 
itme@frodo.nask.org.pl. 
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ARTYKUŁY 

Techniczne problemy krystalizacji metodą Czochralskiego 
T. ŁUKASIEWICZ, Z. ŁUCZYŃSKI, J. KISIELEWSKI 10 
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H. TOMASZEWSKI 21 
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ISSRNS'94 - 2nd INTERNATIONAL SCHOOL AND SYMPOSIUM ON 
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M. Moore, A.R. Lang, W. Wierzchowski 79 
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ICM'94 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM 
Warszawa, Poland, 22-26/08.1994 

T. Graf, M.Kopcewicz, J. Hesse 97 

M. Kopcewicz, A. Grabias, P. Nowicki 98 

M. Kopcewicz, B. Idzikowski, J. Kovac, A. Wrzeciono 99 

T. Stobiecki, M. Czapkiewicz, M. Kopcewicz 100 
T. Stobiecki, F. Stobiecki, M. Kopcewicz, J. Jagielski, M. Czapkiewicz, 
K. Roell 101 

KRONIKA ITME 

Wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki Warszawa 1994 za 
Filtry z akustyczną falą powierzchniową (typy FT-389 i FTQ-385) dla 
zastosowań w odbiornikach telewizyjnych 102 

INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH KONFERENCJACH, SEMINA-
RIACH, TARGACH, WYSTAWACH - 1995 r. 103 

http://rcin.org.pl



PL ISSN 0209-0058 M AT E R IAŁ Y ELEKTRONICZNE T.22 - 1994 NR 3 

T. Łukasiewicz, Z. Łuczyński, J. Kisielewski 

TECHNICAL PROBLEMS WITH CZOCHRALSKI METHOD 
CRYSTALIZATION 

Developing quickly electronic needs still new and higher quality of materials. 
A lot of them in single crystals form are produced by Czochralski method. Quite 
simple idea of Czochralski growth is in practice complicated process. Number of 
factors should be kept with high accurancy to get suitable product. Important role 
plays precise control of enviromental factors. Institute of Electronic Materials 
Technology possess high standard Czochralski growth labolatory to research and 
produce high quality electronic materials. 

H. Tomaszewski 

OXYGEN VACANCY CONCENTRATION - PHASE 
COMPOSITION OF ZIRCONIA DISPERSED IN ALUMINA 
MATRIX 

Effect of oxygen content in sintering atmosphere on phase composition of 
unstabilized zirconia grains dispersed in alumina matrix and mechanical properties 
of alumina-zirconia ceramics was studied. As it was proved, appearance of 
metastable cubic form of zirconia was a result of oxygen nonstoichiometry. Critical 
oxygen vacancy concentrations for both metastable forms of zirconia were 
estimated. 

http://rcin.org.pl



PL ISSN 0209-0058 M AT E R IAŁ Y E L E K T R O N I C Z N E T.22 - 1994 NR 3 

M. Boniecki 

DETERMINATION OF RESISTANCE ALUMINA AND ALUMINA-
ZIRCONIA CERAMICS USING CONTROLLED CRACKS FROM 
VICKERS INDENTATIONS 

This paper demonstraded that the crack-interface grain bridging is a basic 
fracture resistance mechanism for alumina and alumina-zirconia cearamics. 
R-curves for these ceramics were evaluated from strength-indentation load 
relations and from numerically calculated values of internal thermal stresses. 

P. Szczepański 

ACTIVE FLUORIDE GLASSES 

Some properties of the active fluoride glasses are discussed. Glass compo-
sition and fabrication techniques are presented. Fluorescence transitions in rare 
earthions in fluoride glasses are shown, which reveal a wide range of potential 
applications of this kind of glasses in telecommunication systems, optoelectronics 
and medicine. A material and device study for obtaining upconversion fibre laser 
in visible spectrum range is presented in detail. 
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T. JlyKameBMH, 3. JlynHHCKw, fl. KncMiieBCKM 

TEXHMMECKME nPOBJlEMbl BblPAlHMBAHM/1 
MOHOKPMCTAJlOB METOJlOM MOXPA;iCKOrO 

B paSoie oScyaKneHbi TexHOTOrn'iecKMe napaMerpbi BiiHHromwe na KanecTBo 
MOHOKpHCTaJlTOB, nOJlblMCHHblK MCTOflOM H0XpaJlCK0r0. OpOanaHMaMpOBaHO 
BJiMHHMfl rpajiMCHTa TeMnepaiypbi, cKopocTw pocia m TepMwiecKoro nojiH na 
CTpyKTypHoe coBepuieHCTBo RpnciajuioB nojiy"ieHHbix b jiaSojiaTopnii mm. 
i\. Mouxpa;ibCKoro. 

X. ToMaiueBCKM 

BJIMflHME KMCJIOPOM B ATMOCOEPE HA OA30Bbl t i 
COCTAB OKCM^IA UMPKOHMfl C/lMCnEPrMPOBAHHOrO 
B KOPyHXlOBOM MATPMUE 

B paSoTe Mcc.riefl0BaH0 B.riHflnne KMCJiopona b aiMOCcpepe cneKaHMH Ha 
(pasoBbiM cocraB HecTa6M.nM3MpoBaHHbix sepen oKCMjia umpkohma cjiMcnep-
rHpoBaHHbix B KopyHjiOBOii MaipHue H MexaHM'iecKMe cBoficTBa KopyHjioBo-uMp-
KOHMCBOM KepaMMKM. rioflBJieilMe MeTaCTaGMJlbHOii KyGmeCKOił MOUMCjjMKaUHM 
OKCMna uMpKOHMfl flBJifleTCfl peayjibTaTOM kmchopoahom HecTexMOMeTpMH aioro 
OKCHjia. OnpeaejieHbi KpnTM>iecKMe KonueHTpauHM BaKancHii njia KySwiecKOii 
M TCTparoHajibHOM ( f a s OKCMjia. 
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M. BoHeuKM 

O n P E J i E J I E H M E P - K P M B b I X B K E P A M M K A X 
M3 A1^N3 m A1,N3 - ZrO, C nOMOlUbHD METOJIA BBE^lEHMfl 
KOHTPOJlMPOBAHHblX TPEIUMH MH^IEHTOPOM BMKKEPCA 

B CTaTbe noKaaaHo, 'ITO ocHOBHbiM MexaHM3M0M TPCUIHHOCTOMKOCTH 
MCCJiejioBaHHbix KepaMHK oKasbiBaeicf l MOCTHKosbiii MexaHM3M. Ha ocHoee 
M3MepeHMfl npCIHOCTM oSpaSUOB B SaBMCHMOCTM OT JIJIMH BBOHHMbIX HHACHTOpOM 
BMKKepca ipemMH u onpenejieHMH iMUJieHHbiM mctoiiom SHaneHMii BHyTpeHHMX 
TepMH>iecKMx Hanpa:«:eHMH BbiHMCJieHbi kphbbic P MccjiejioBaHHbix KepaMWK. 

n. IHenaHCKMfi 

AKTMBHblE cDTOPCOilEP>lCAlHME CTEKJIA 

B p a S o r e paccMaTpMBawTcn HCKOTopbie cBowcTBa aKTMBHbix (J)Topco-
flep»:amnx CTeKOJi. OpeflCTaBJieHbi cocTaB ctckoji m TexH0Ji0rMfl mx nojiyncHHfl. 
OoKaaaHbi cpjiyopecueHTHbie nepexojibi b MOHax pejiK03eMe;ibHbix sjicmchtob bo 
(l)TopconepacamMx CTeKJiax, mto 3Ha'mTejibH0 pacuiMpaeT Kpyr B03M0}KHbix. 
npHMeHeHHii SToro Twna ctckoji b CMCTeMax cbhsm, ontosJieKTpoHMKH w mcjim-
UHHbi. OojipoGhg onHcaHbi MaTepMan u MCCJieflOBaTejibCKoe oSopynoBaHMe hjih 
noj iy ieHMfl B0Ji0K0HHbix JiasepoB, pa6oTaK)mMX b bhuhmob o6 j iacTn cneKTpa. 
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Wskazówki dla autorów 

1. Redakcja czasopisma "Materiały Elektroniczne" prosi autorów o nadsyłanie artykułów 
zapisanycłi na nośnikacli magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatacii: 

Tekst (edytory tekstu) Grafika 
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM, 
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF, 
RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcją. XLS, PIC, XLC, WPG. 
Grafika i tekst powinny znajdować się w odddzielnych plikach, każdy rysunek w innym. 

Pliki mogą być poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC. 
2. Artykuł powinien być wydrukowany czcionką o wysokości 12 punktów typograficznych, 

na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, 
z podwójną interlinią, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny być numerowane. 

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami, 
tabelami i bibliografią. 

4. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone: 
równania, rysunki, tabele i itp. 

5. Do artykułu powinny być dołączone (również na dyskietce) streszczenia, w językach 
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczające 200 słów. Tytuł artykułu winien być rów-
nież przetłumaczony na te języki. 

6. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy; z lewej stro-
ny u góry artykułu tytuł naukowy, pełne imię (imiona), nazwisko(a) autora(ów), nazwa miejsca 
pracy (zakładu, pracowni), adres pocztowy. Na środku stronicy maszynopisu - tytuł artykułu. 

7. Rysunki i inne elementy graficzne: 
7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii należy podawć ich numer, nazwisko autora, 

pierwszy wyraz tytułu artykułu i nazwę pliku z załączonej dyskietki. 
7.2. Podpisy do rysunków, fotografii oraz bibliografię należy umieszczać na oddziel-

nych stronicach, po tekście. 
7.3. U góry każdej tablicy należy podać numer i tytuł objaśniający. 
7.4. W przypadku rysunków, wzorów, tablic nie będących oryginalnym dorobkiem au-

tora(ów) należy zacytować źródło, umieszczając je w bibliografii. 
7.5. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
7.6. Przyjmuje się, że załączone zdjęcia i rysunki stanowią wzorzec jakości dla ilustracji. 

8. Pozycje bibliografii należy podawać w nawiasach kwadratowych, w kolejności - wy-
stępującej w tekście. 

Dla książki należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, pełny tytuł, nazwę 
miejsce wydania, nazwę wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna 
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s. 

Dla artykułu należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł 
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamiński P., Strupiński W., Roszkiewicz K.: 
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial 
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709 

9. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać w lewym marginesie. 
11. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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Im L J 5 5 MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
I M s ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
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Przedmiotem działania instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych jest 
prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, a w szczególności 
technotoqii otrzymywania nowoczesnych materiałów, ich obróbki, miernicK/o 
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie 
wyników badań i prac do wdrożeń w praktyce. 

Działalność instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych skupia sie 
w dwóch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i małoseryjnej 
produkcji materiałów dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki, rolnictwa |j 
i medycyny, oraz w pracach badawczo- rozwojowych nad elementami 
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiałów. 

Materiałami, na których koncentruje się działalność ITME sa: materioły 
półprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP' 
InP), matet iały elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaFj, LiNbO^, LiTaOj, kwarc), 
podłoża do nadprzewodników wysokotemperaturowych (SrLaAlO^, SrLcGaO,) 
materiały ceramiczne (na bazie AI^Oj i ZrO^), szkła optyczne i techniczne, 
światłowody, obrazowody, materiały kompozytowe, pasty (przewodzące, izolujące 
i oporowe), czyste metale, związki nieorganiczne i rozpuszczalniki. 

W ramach badań aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: półprzewodnikowe 
przyrządy mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky'ego), mikrofalowe 
monolityczne układy scalone, filtry z akustyczną falą powierzchniową. 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czasopisma 
naukowe: kwartalnik "Materiały Elektroniczne", w którym publikowane sq artykuły 
dotyczące zakresu działania Instytutu, "Prace ITME" - zawierające monogrofie, 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyjne. 

JJ 
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